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Ce:Gd3Al2Ga3O12 (Ce:GAGG) シンチレータ

ー結晶はガーネット構造をとり，その固有欠陥

としてGd
3+イオンがAl

3+
(Ga

3+
)イオンを置換し

たアンチサイト Gd
3+イオン(Gd

3+アンチサイト

欠陥)が知られている[1]．この欠陥はシンチレ

ーション特性を低下させ，燐光の出現や発光量

の減少などを引き起こすと考えられている

[2,3]．しかし、Gd
3+アンチサイト欠陥がシンチ

レーション特性に影響することを直接観測し

た例はこれまでにない．本研究では，Gd
3+アン

チサイト欠陥がシンチレーション特性に及ぼ

す影響を調べるために，ノンドープ GAGG 結

晶の基礎光学特性を様々な温度で調べた． 

Fig. 1は 9 Kで測定したノンドープGAGG結

晶の吸収、発光および励起スペクトルである．

吸収スペクトルには多くの吸収ピークが現れ，

これらは Gd
3+イオンの 4f-4f遷移に起因する．

これらの吸収位置を励起すると，発光スペクト

ルに線幅の狭い発光が 3.88 eV に現れた．励起

スペクトルから，この発光はGd
3+イオンの4f-4f

遷移による発光であると考えられる．Fig. 2 に

は，Nd
3+

:YAG レーザーからの第三高調波を用

いて二光子励起を行い測定した 3.88 eV発光に

対する発光強度の励起光強度依存性を示す．

3.88 eV 発光の発光強度は励起光強度の 1.5 乗

に比例した．この結果から，3.88 eV 発光は

GAGG 固有の発光ではなく欠陥由来の発光で

あることが示唆された．すなわち GAGG 結晶

では Gd
3+アンチサイト欠陥が有力な固有欠陥

であり，これを 3.88 eV発光の起源とみなすの

が妥当であることがわかった． 
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Fig. 1：9 Kで測定したGAGG結晶の吸収(青)，

発光(赤)および発光励起スペクトル(緑)． 
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Fig. 2：20 Kで測定した 3.88 eV 発光に対する

発光強度の励起光強度依存性． 
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